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Giriş
Fənn proqramı tədris prosesinin təşkili və magistrantların biliklərinin qiymətləndirilməsinin mövcud metodikaları əsasında işlənib hazırlanmışdır. Fənn proqramı müəllim və magistrantların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Proqrama fənnin tədrisinin mərhələləri üzrə məzmunu və həcmi daxil olunur.
1. Ümumi qaydalar
1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi
“Müasir analoq mikrosxematexnikasının əsas problemləri” fənninin tədrisi  060627 - “Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində təhsil alan magistrantlara analoq mikrosxematexnikasının əsas inkişaf istiqamətləri, bu prosesdə yaranan və həlli tələb olunan problemlər və s. haqqında ümumi nəzəri biliklər verir və onları, gələcəkdə öz işlərində həmin biliklərdən istifadə etməyə istiqamətləndirir.
1.2. Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi
Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi magistrantlara analoq mikrosxematexnikasının əsas inkişaf istiqamətlərini, bu prosesdə yaranan və həlli tələb olunan problemləri və s.  öyrətməkdir. 

1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər
Fənnin öyrənilməsi üçün magistrantlar bakalavr pilləsində tədris olunan elektronikanın əsasları, analoq və rəqəm elektronikası, mikroprosessorlu sistemlər fənləri üzrə tədris olunan materialları bilməli və onların bu və ya digər radiotexniki məsələnin həlli üçün tətbiqini müəyyən etməyi və əsaslandırmağı bacarmalıdır.
1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi




Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar daha sonra tədris olunan ixtisas fənnlərin öyrənilməsində və magistr dissertasiyalarının hazırlanmasında zəruri olaraq istifadə olunacaqlar.
2. Fənnin məzmunu
2.1. Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi

“Müasir analoq mikrosxematexnikasının əsas problemləri” fənninin tədrisi 060627 - “Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində tədris yükü 60 saat həcmində nəzərdə tutulmuşdur ki, ondan 30 saat mühazirə və 30 saat məşğələ dərslərinə ayrılmışdır.
Tədris yükünün 2-ci semestrdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fənnin tədrisi referat və  imtahan ilə nəticələnir. 

2.2.  Fənnin mövzular üzrə planı
	№
	Mövzunun adı
	Cəmi
	Müha-

zirə
	Məşğələ

	1.
	Fənnin məqsədi, predmeti və əsas məsələləri.
	2
	2
	

	2.
	İnteqral sxemlərin hazırlanma texnologiyası. Silisium cihazların hazırlanmasında əsas əməliyatlar. Silisium lövhənin hazırlanması. Diffuziya. Oksidləmə. Fotoli​toqrafiya. Qaz fazadan kimyəvi çökdürmə. Metallaşdırma. 
	4
	2
	2

	3.
	İnteqral sxemlər. PN – keçidin xarakteristikaları. Epitaksial struk​tura. Planar epitaksial diodun hazırlanmasının texnoloji tsikli. Pla​nar epitaksial tranzistor. Lövhələrin kristallara bölünməsi və kristalın əsasa birləşdirilməsi. PN –keçidli sahə tranzistorunun hazırlanmasının texnoloji tsikli. MDY - tranzistorun hazır​lanma​sının texnoloji tsikli. İS – nin elementlərinin izolyasiyası. Tran​zistorun to​pologiyası və onun sahəsi. PNP – tranzistorlar. İnteqral sxemlərdə pn – keçidli sahə tranzistorları. İS üçün MDY tranzis​torlar. Komplementar MDY tranzistor​lar. İS – də diodlar. İS – də rezistorlar. İS – də kondensatorlar. İS – də induktiv​liklər. İS – də qoşmalar (перемычки). Dielektrik izolyasiyanın yaradılma metod​ları. İzoplanat texnalogiya və digər texnoloji variantlar. Kontakt sahələri və kris​tal sahəsi. Kristalın ölçüsü və İS-in mürəkkəblik səviyyəsi. İstiliyin ayrılması problemi.
	6
	4
	4

	4.
	Sabit cərəyan, gərginlik və dayaq gərginliyi mənbələri. Sabit cərəyan mənbələri. Gərginlik mənbələri. Dayaq gərginliyi mənbələri.
	4
	2
	2

	5.
	Diferensial gücləndiricilər. Bipolyar tranzistorlar üzərində diferensial gücləndiricilər. Sahə tranzistorları üzərində diferensial gücləndiricilər. Aktiv yük. Tətkibi (составные) tranzistorlar üzərində diferensial gücləndiricilər. Tərkibində sıfır potensialı olan giriş gərginlikləri diapazonuna malik diferensial gücləndirici. Simmetriya oxu. 
	4
	2
	2

	6.
	Əməliyyat gücləndiricilərinin xarakteristikaları və tətbiqi. İnteqral sxemlər. Əməliyyat gücləndiriciləri nəzəriyyəsinə giriş. Əks rabitəli əməliyat gücləndiriciləri əsasında sxemlərin düyün potensialları tənliklərinin köməyi ilə  analizi. Güclənmə əmsalının stabilliyi və xətası. Tezlik xarakteristikası. Keçid xarakteristikası. Şürüşmə gərginliyi. Giriş sürüşmə cərəyanı. Sinfaz siqnalın gücləndirilmə əmsalı. Giriş müqaviməti. Çıxış müqaviməti. Səpələnən güc və cərəyan üzrə məhdudlama. Əks rabitənin təhriflərə təsiri. Qida mənbəyinin qeyri-stabilliyinin zəiflədilmə əmsalı. Küylər. Terminlər və təyinlər. Real və ideal əməliyyat gücləndiricilərinin xarakteristikalarının müqayisəli analizi. Əməliyyat gücləndiricilərinin dayanıqlığı. Əməliyyat gücləndiricilərinin tətbiqi. Aktiv süzgəclər. Qoşulan kondensatorları olan süzgəclər. 
	4
	2
	2

	7.
	Əməliyyat gücləndiricilərinin sxemlərinin layihələndirilməsi. Əməliyyat güclən​diricilərinin sxemlərinin analizi. Əməliyyat gücləndiricilərinin sxemlərinin hesa​batına misallar. Sahə tranzistorları üzərində əməliyyat gücləndiriciləri. Norton əməliyyat gücləndiricisi. Tək, ikiləşdirilmiş və dördləşdirilmiş əməliyyat güclən​diriciləri. Yaxşılaşdırılmış işçi xarakteristikalara malik əməliyyat gücləndiricilə​ri. Vahid güclənməli buferlər. 
	5
	2
	3

	8.
	Gərginlik komparatorları. Komparatorların xarakteristikaları. Müsbət əks rabitəli komparatorlar. Koparatorun sxemotexnikası. Tranzistorun həcmi yükünün sorulma vaxtı. Yürüklüyün artırılma metodları. КМОП –invertorun güclənmə əmsalı. КМОП –gərginlik komparatoru.
	5
	2
	3

	9.
	Xüsusi məqsədli inteqral sxemlər. Gərginlik stabilizatorları. İn​teqral güc güclən​diriciləri. Videogücləndiricilər. Rəqəm – analoq çevriciləri. Analoq – rəqəm çe​vriciləri. Balans modulyato​ru/de​modulyatoru. Gərginlik ilə idarə olunan genera​tor. Fazaya qədər dəqiqliklə tezliyin avtomatik tənzimlənməsi. Vurucular, bölü​cülər və funksional generatorlar. İS əsasında temperatur datçik​ləri. İnteqral maq​nit sahə datçikləri. İS əsasında təzyiq datçikləri. Analoq açarlar. Seçmə və sax​lama sxemləri. Yük əlaqəli sxemlər. Optoelektron İS. Xüsusi məqsədli İS-lərin digər növləri. 
	6
	4
	4

	10.
	İBİS – in evolyusiyası. Kristal üzərində, gövdədə və əsas üzərində sistemlər. 
	4
	2
	2

	11.
	Əsas (baza) texnologiyalar və onların məhdudiyyətləri.  КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS, complementary metal-oxide-semiconductor) texnalogiya. БиКМОП texnalogiya. КНИ texnalogiya.
	4
	2
	2

	12
	Aşağı gərginlikli qidaya malik mikrosxemlərin layihələndirilməsi problemləri.
	4
	2
	2

	13
	Analoq və analoq-rəqəm mürəkkəb funksional blokların mikrosxematexnikası
	4
	2
	2

	
	Cəmi
	60
	30
	30


2.2.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi
	№
	Mövzunun adı
	Auditor 
Saat

	1.
	Fənnin məqsədi, predmeti və əsas məsələləri.
	2

	2.
	İnteqral sxemlərin hazırlanma texnologiyası. 
	2

	3.
	İnteqral sxemlər. İS- lərin passiv elementləri.
	2

	4
	İS- lərin aktiv elementləri.
	2

	5.
	Sabit cərəyan, gərginlik və dayaq gərginliyi mənbələri. 
	2

	6
	Diferensial gücləndiricilər. 
	2

	7.
	Əməliyyat gücləndiricilərinin xarakteristikaları və tətbiqi. 
	2

	8
	Əməliyyat gücləndiricilərinin sxemlərinin layihələndirilməsi. 
	2

	9
	Gərginlik komparatorları. 
	2

	10
	Xüsusi məqsədli inteqral sxemlər. 
	2

	11.
	İS əsasında datçiklər.
	2

	12
	İBİS – in evolyusiyası. Kristal üzərində, gövdədə və əsas üzərində sistemlər. 
	2

	13.
	Əsas (baza) texnologiyalar və onların məhdudiyyətləri.  
	2

	14
	Aşağı gərginlikli qidaya malik mikrosxemlərin layihələndirilməsi problemləri.
	2

	15.
	Analoq və analoq-rəqəm mürəkkəb funksional blokların mikrosxematexnikası
	2

	
	Cəmi
	30


2.2.2. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi

	№
	Mövzunun adı
	Auditor saat

	1.
	Diffuziya parametrlərinin hesabatı. 
	2

	2.
	Oksidləmə prosesinin parametrlərinin hesabatı.
	2

	3.
	Varaktor epitaksial 
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- diod
	2

	4
	Qısa kanallı MDY tranzistor.
	2

	5.
	Kollokvium №1. Sahə tranzistoru. 
	2

	6
	Cərəyan mənbəələri.
	2

	7.
	Gərginlik mənbəələri.
	2

	8
	Temperatur kompensasiyalı dayaq gərginlik mənbəələri.
	2

	9
	Diferensial gücləndiricilər
	2

	10
	Kollokvium №2. Çıxıcı və cəmləyici gücləndiricilər
	2

	11
	Cərəyan-gərginlik və gərginlik-cərəyan çevriciləri.
	2

	12.
	Aktiv tezlik süzgəcləri. Presizion düzləndiricilər.
	2

	13
	Əməliyyat gücləndiriciləri.
	2

	14.
	Modulyatorlar.
	2

	15
	Kollokvium №3. Generatorlar.
	2

	
	Cəmi
	30


2.2.3. Referatların mövzuları və hazırlanma qaydaları

	№
	Mövzunun adı

	1.
	Müasir analoq – rəqəm və rəqəm – analoq çe​vriciləri və onların əsas problemləri.

	2.
	İS əsasında datçiklər və onların əsas problemləri. 

	3.
	КМОП texnalogiya.

	4.
	БиКМОП texnalogiya.

	5.
	КНИ texnalogiya.


Referatların hər biri 20 balla qiymətləndirilir. Bunun 10 balı semestr ərzində magistrantın referatı hazırlama zamanı göstərdiyi bilik və bacarığa görə verilir. Buraya magistrantın mövzu ətrafında müxtəlif mənbələrdən istifadə bacarığı, mövzunu əhatə etməsi, referatın təqdimat formasının hazırlanması və s. daxildir. Qiymətləndirmə mərhələləri və onların balla qiymətləndirilməsi müəllim tərəfindən müəyyən edilir.
Referatlar 25-30 vərəq həcmində (şrift Times New Roman 14, interval 1,5) hazırlanır. Referatların təqdimat forması bir qayda olaraq  kompyuterlərdə hazırlanır və 10 balla qiymətləndirilir
3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar

3.1. Tövsiyə olunan ədəbiyyat
Əsas ədəbiyyat
1. Соклоф.С. Аналоговые интегральные схемы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. - 583с.: ил. 
2. Достал И. Операционные усилители: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. 
Əlavə ədəbiyyat
3. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб​ное пособие. – М.: Высш. шк., 2009. - 735с.: ил. 
4. Микроэлектронные электросистемы. Применения в радиоэлектронике/ Ю.И. Конев, Г.Н. Гулякович, К.П. Полянин и др.; Под ред. Ю.И.Конева. –М.: Радио и связь, 1987. 
5. Методы расчета теплового режима приборов/ Г.Н. Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В. Сигалов. –М.: Радио и связь, 1990.
3.2. Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı
	№
	Adı
	Mövzu planı üzrə mövzunun şifri
	Miqdarı

	1.
	Slaydlar
	
	Elektron

	2.
	Fənnin öyrənilməsinə dair metodiki göstərişlər
	
	Elektron və çap nüsxəsi
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